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Sachverhalt und Antrage

C4271.D

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die

Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch

gegen das europaische Patent Nr. 1 006 211

zuruckzuweisen, Beschwerde eingelegt.

In der vorliegende Entscheidung sind folgende Dokumente

aus dem Einspruchsverfahren zitiert:

D1 =
D2 =
D4 =

D10 =
D15 =

EP-A-0 248 117

DE-C-41 35 326

Patent Abstract of Japan vol. 011, no. 192
(0-429), 19. Juni 1987 (1987-06-19) &

JP-A-62 012 693 (NISSIN ELECTRIC CO LTD),

21. Januar 1987 (1987-01-21)

DE-C-42 28 499

DE-A-44 27 259

"Plasma-Spray Coating™ von Robert B. Heimann, VCH

Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1996, Seite 17

sowie folgende Dokumente aus dem Beschwerdeverfahren:

D20 =

D21 =

Technik Lexikon, "Plasmatron-lonenquelle™,
Ausdruck datiert vom 28. April 2010
http://www.techniklexikon.net/d/plasmatron-
ionenquelle/plasmatron-ionenquelle._htm
Plasmaspritzen, "Funktionsprinzip des
atmospharischen Plasmaspritzens'™, Ausdruck
datiert vom 28. April 2010 von
http://iplt_harendt.de/tsplab/plasmasp.htm
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Der Eilnspruch gegen das Streitpatent war unter
Artikel 100(a) EPU, wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit eingelegt worden.

Die Einspruchsabteilung entschied, dass die Gegenstande
der unabhé&ngigen Anspriche 1 und 9 wie erteilt gemall dem
Hauptantrag gegentber den Gegenstanden, bekannt aus den
eingereichten Dokumenten des Standes der Technik, neu
sind, iInsbesondere gegentber D1, D2, D4, D10 und D15,
wobei als "Plasmatron' ein Gerat betrachtet wurde, wie
es in E1 definiert ist. AulBerdem beruhen die Gegenstande
der Anspriche 1 und 9 des Streitpatents in der erteilten
Fassung auf einer erfinderischen Tatigkeit gegenuber
einer Kombination der Lehren von D15 und D4 oder

Kombinationen der Lehren von D15 oder D10 mit D1.

Mit Bescheid vom 26. Mai 2010, als Anlage zur Ladung fur
die muindliche Verhandlung vor der Kammer, teilte die
Kammer ihre vorlaufige Meinung im Hinblick auf die
Anspriche 1-16 des Hauptantrags (identisch mit dem der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrag
basierend auf den Ansprichen 1-16 des Patents wie
erteilt) sowie den Ansprichen 1-16 gemal dem Hilfsantrag,
wie mit dem Schreiben vom 22. Mai 2008 eingereicht, mit.

Dabeir wurde unter anderem ausgefihrt, dass unter
Berucksichtigung des allgemeinen Fachwissens gemal3 den
von der Kammer eingefuhrten Dokumenten D20 bzw. D21 bzw.
in Ubereinstimmung mit E1 in einem "Plasmatron” mittels
eines Lichtbogens zwischen einer Anode und einer Kathode
und einem Plasmagas ein Plasmastrahl erzeugt wird, der
dann fur allfallige Anwendungen des sodann entstehenden
thermischen Plasmas zur Verflugung steht. Eine

"Plasmaspritzvorrichtung"” unterscheide sich somit nach
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Ansicht der Kammer von einem "Plasmatron’ dadurch, dass
eine Zusatzeinrichtung zum Einbringen des festen oder
flissigen Beschichtungsmaterials in das thermische
Plasma vorhanden ist, wobeir dieser Eintrag In das

erzeugte Plasma mit oder ohne Tragergas erfolgen koénne.

Weiters wurde von der Kammer bei der Frage der
erfinderischen Tatigkeit unter anderem ausgefuhrt, dass
natirlich auch das allgemeine Fachwissen des Fachmanns
betreffend die Ausgestaltung einer Beschichtungsanlage
aufgrund der notwendigen Behandlungszeiten in den
unterschiedlichen Verfahrensschritten zu bedenken sei.
Dabei seien naturlich auch die Anlagenkosten zu

bericksichtigen.

Insbesondere werde in der mundlichen Verhandlung zu
diskutieren sein, ob D15 den nachstkommenden Stand der
Technik darstelle bzw. ob der Fachmann ausgehend von der
Lehre der D15 die D4 zur LOsung der gestellten Aufgabe
bericksichtigen wirde, bzw. wie der Fachmann ausgehend
von der D15 zu einer Vorbehandlung mit einem
"Plasmatron'™ gelangen wirde. Die Kammer sei der
vorlaufigen Meinung, dass die Anwendung der Lehre von D4
auf das Verfahren nach D15, zur Erzielung der genannten
Effekte, nicht auf der Hand liege.

Am 24_ August 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt. Zun&chst wurde die
erfinderische Tatigkeit des beanspruchten Verfahrens
gemadll Anspruch 1 bzw. der Vorrichtung gemald Anspruch 9
gemdl} Hauptantrag auf der Basis der Dokumente D2, D4,
D10 und D15 diskutiert. Anschliel3end wurde die Frage der
erfinderischen Tatigkeit im Verfahren nach Anspruch 1

und in der Einrichtung nach Anspruch 9 gemall dem
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Hilfsantrag, der von der Beschwerdefuhrerin bezuglich
der vorgenommenen Anderungen formal nicht beanstandet
wurde, im Hinblick auf D2, D10 und D15 weiter diskutiert.
Die Beschwerdegegnerin reichte eine an den Hilfsantrag
angepasste Beschreibungsseite 4 ein. Die
Beschwerdefihrerin zog thren Antrag auf Ruckzahlung der
Beschwerdegebuhr wahrend der mindlichen Verhandlung

zurick.

a) Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

b) Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde
zuruckzuweisen (Hauptantrag), oder alternativ das
Patent geandert aufrechtzuerhalten auf Basis der
Anspriche 1 bis 16 gemall Hilfsantrag eingereicht mit
Schreiben vom 22. Mai 2008 und auf Basis der Seite 4
der Beschreibung eingereicht wahrend der mindlichen
Verhandlung, sowie Seiten 2 und 3 der Beschreibung

und Figuren 1 bis 5 des Patents wie erteilt.

Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung verkindet.

Die Anspriche 1 und 9 des Hauptantrags lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Plasma-Oberflachenbehandlung von
Substraten, gekennzeichnet durch folgenden
Verfahrensablauf:

- eln erstes Substrat (S1) wird In einer
Behandlungskammer (1) plasmabeschichtet wéahrend
gleichzeitig ein nachfolgend zu beschichtendes zweites

Substrat (S2) in einer ersten Vorkammer (2) mittels
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eines ersten Plasmatrons (20) erhitzt und gereinigt wird;
- das erste Substrat (S1) wird danach aus der
Behandlungskammer (1) entfernt und das zweite Substrat
(52) i1in die Behandlungskammer (1) Uberfihrt und darin
plasmabeschichtet;

- wahrend des Beschichtens des zweiten Substrats (S2) in
der Behandlungskammer (1) wird gleichzeitig ein drittes
Substrat (S3) in einer zweiten Vorkammer (3) mittels

eines weiteren Plasmatrons erhitzt und gereinigt.”

9. Eilnrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach
einem der vorangehenden Anspriche, mit einer
evakuierbaren Behandlungskammer (1) mit einer darin
angeordneten Plasmaspritzvorrichtung (10) sowie zwei
Vorkammern (2, 3) zum Vorbehandeln eines der
Behandlungskammer (10) nachfolgend zuzufihrenden
Substrats (S1, S2), dadurch gekennzeichnet, dass zweil an
die Behandlungskammer (1) angrenzende Vorkammern (2, 3)
vorgesehen sind, welche uUber je eine verschliessbare
Offnung (26, 36) mit der Behandlungskammer (1) verbunden
sind, dass in jeder Vorkammer (2, 3) ein Plasmatron (20,
30) zum Vorbehandeln des in der Behandlungskammer (1)
nachfolgend zu beschichtenden Substrats (S1, S2)
angeordnet ist, und dass jeder Vorkammer (2, 3) eine
Haltevorrichtung (23, 33) zum Einspannen eines Substrats
(S1, S2) zugeordnet ist.”

VIl. Die unabhangigen Anspriche 1 und 9 gemafll Hilfsantrag
lauten (Anderungen gegeniber dem Hauptantrag sind in
Fettdruck bzw. Streichungen sind durchgestrichen, von
der Kammer hinzugefugt):

"1. Verfahren zur Plasma-Oberflachenbehandlung von

Substraten, gekennzeichnet durch folgenden

C4271.D
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Verfahrensablauf:

- eln erstes Substrat (S1) wird In einer
Behandlungskammer (1) plasmabeschichtet wahrend
gleichzeitig ein nachfolgend zu beschichtendes zweites
Substrat (S2) in einer ersten Vorkammer (2) mittels
eines ersten Plasmatrons (20) erhitzt und gereinigt wird,
wobei das Plasmatron wahrend dem Erhitzen und Reinigen
bewegt wird;

- das erste Substrat (S1) wird danach aus der
Behandlungskammer (1) entfernt und das zweite Substrat
(52) in die Behandlungskammer (1) uUberfihrt und darin
mittels einer Plasmaspritzvorrichtung (10)
plasmabeschichtet;

- wahrend des Beschichtens des zweiten Substrats (S2) in
der Behandlungskammer (1) wird gleichzeitig ein drittes
Substrat (S3) in einer zweiten Vorkammer (3) mittels
eines weiteren Plasmatrons erhitzt und gereinigt, wobei
das Plasmatron wahrend dem Erhitzen und Reinigen bewegt

wird."

"9_ Einrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach
einem der vorangehenden Anspriche, mit einer
evakuierbaren Behandlungskammer (1) mit einer darin
angeordneten Plasmaspritzvorrichtung (10) sowie zwei
Vorkammern (2, 3) zum Vorbehandeln eines der
Behandlungskammer (261) nachfolgend zuzufiuhrenden
Substrats (S1, S2), dadurch gekennzeichnet, dass zwel an
die Behandlungskammer (1) angrenzende Vorkammern (2, 3)
vorgesehen sind, welche uUber je eine verschliessbare
Offnung (26, 36) mit der Behandlungskammer (1) verbunden
sind, dass in jeder Vorkammer (2, 3) ein beweglich
angeordnetes Plasmatron (20, 30) zum Vorbehandeln des in
der Behandlungskammer (1) nachfolgend zu beschichtenden
Substrats (S1, S2) angeerdnet vorgesehen ist, und dass
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jeder Vorkammer (2, 3) eine Haltevorrichtung (23, 33)
zum Einspannen eines Substrats (S1, S2) zugeordnet ist.'

Die abhangigen Anspriche 2-8, wobeir In Anspruch 7 die
alternative Bewegung des Plasmatrons wahrend des
Vorbehandelns gestrichen wurde, sowie 10 bis 16 des
Hilfsantrags entsprechen den abhé&ngigen Ansprichen 2-8
und 10-16 des Hauptantrags.

Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Die Definition eines "Plasmatrons™ im Bescheid der
Kammer werde anerkannt. Bezuglich der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit wirden mehrere
Argumentationslinien basierend auf einer Kombination der
Lehren der D15 und D4, der D2 und D4 sowie der D10 und
D4 verfolgt.

Gemall dem in der D15 beschriebenen Stand der Technik
seien die Verwendung eines Plasmabrenners zur Reinigung
und Vorwarmung des Substrats bzw. der
Plasmastrahlbeschichtung bekannt (siehe Spalte 1,

Zeilen 13 und 34 bis 41), wober normalerweise mehrere
Substrate nacheinander beschichtet wirden. Somit werde
die von D15 ausgehende Aufgabe darin gesehen, eine
Durchsatzsteigerung der zuvor beschriebenen Anlage unter
Beibehaltung der Qualitat der aufgebrachten Schicht zu
erreichen. D4 offenbare die Vorkammern 6L und 6R zur
Vorreinigung der Substrate, die mittels der Ventile bzw.
Schiebern 19 und 21 von der Hauptkammer 8 getrennt
werden konnten, iIn der die Beschichtung mittels
Elektronenstrahls stattfinde (siehe Figur 1 und

Zusammenfassung). Diese Vorkammern der D4 dienten nur
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der Durchsatzsteigerung. Der Fachmann sei ein Physiker
oder Ingenieur, der mit Beschichtungstechnik und
Vakuumtechnik vertraut sei. Da man beim Verfahren gemald
Streitpatent mehrere Vakuumkammern bendtige, wirde der
Fachmann deshalb auch die Epitaxieanlage gemall D4
beriucksichtigen. Die Effizienzsteigerung durch eine
Parallelbehandlung sei bekannt. Da die Qualitat der
aufgebrachten Schicht beibehalten werden solle, wirde
der Fachmann auch den Plasmabrenner beibehalten und zur
Steigerung des Durchsatzes eine zweite Vorkammer mit
einem zweiten Plasmabrenner vorsehen. Damit wirde der
Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand von

Anspruch 1 des Hauptantrags gelangen.

Ausgehend von D2, welches Vakuumplasmaspritzen zum
Beschichten von vorgewarmten Turbinenschaufeln aber auch
deren Reinigung bzw. deren Vorwarmen mittels eines
Plasmatrons als Stand der Technik offenbare (siehe
Spalte 1, Zeilen 1 bis 14 und Zeilen 32 bis 35), was dem
vom Plasmatron auf das Substrat Ubertragenen Lichtbogen
des Streitpatents entspreche (siehe Patent, Spalte 4,
Zeilen 1 bis 9), wirde der Fachmann zur LOsung der
vorgenannten Aufgabe ebenfalls die Lehre der D4
heranziehen und in naheliegender Weise zum Verfahren

geméll Anspruch 1 gelangen.

D10 offenbare die Reinigung, Vorwarmung und Beschichtung
von Substraten iIn einer einzigen Kammer mittels eines
Plasmatrons (siehe Spalte 3, Zeile 59 bis Spalte 4,
Zeile 13 und Zeilen 33 bis 47), wobei der Fachmann
aufgrund der Erwahnung der Beschichtung mit einem
Elektronenstrahl (siehe Spalte 1, Zeilen 54 bis 57) auch
andere Beschichtungsverfahren in Betracht ziehen wirde.

Das Vorheizen gemdl3 D10 mittels lonenbeschul3 dauere ca.
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10-20 Minuten (siehe Spalte 4, Zeilen 10 bis 12). Das
Elektronenstrahlbeschichten von Turbinenschaufeln sei
dem Fachmann ebenfalls bekannt. Der Fachmann wirde daher
ausgehend von D10 das bewahrte Verfahren beibehalten und
um den Durchsatz zu erho6hen die Reinigung bzw.

Vorerwarmung in Vorkammern analog D4 durchfihren.

Fir die Vorrichtung gemall Anspruch 9 des Hauptantrags
gelte die analoge Argumentation, wobei der Fachmann die
Vorrichtung dahingehend weiterentwickeln wolle, dass der
Durchsatz erhoéht werden koénne. Dabei sei auch zu
bericksichtigen, dass das Vorsehen von Vorkammern von D2
und D15 bekannt sei. Bei der Vorrichtung gemal D15 koénne
sich beir der Vorreinigung der Substrate mittels Ar-
lonenbeschul? ein Lichtbogen ausbilden, der allerdings

mittels einer Schaltvorrichtung abgeschalten werde.

Alternativ konne der Fachmann auch von D4 ausgehen und
wirde dann ein anderes Beschichtungsverfahren, namlich
mittels Plasmatrons, vorsehen, um die Verfahren gemal
den Lehren der D2, D10 oder D15 mit gleicher Qualitat
durchfuhren zu kdénnen. Die Masse des Substrats sei zwar
bei D4 sicher anders als beil D2, das spiele aber nur
eine Rolle beziglich der Abmessungen der Kammer.

Das Streitpatent lehre, dass die Kosten eine
untergeordnete Rolle spielten, wober eine hohe Qualitat
der Beschichtung meistens im Widerspruch zu
untergeordneten Kosten stehe.

Bezuglich der in den Ansprichen des Hilfsantrags

vorgenommenen Anderungen wiirden keine Beanstandungen

gemacht.

C4271.D
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Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheide sich vom
Hauptantrag durch das Bewegen des Plasmatrons wéahrend
des Erhitzens und Reinigens und durch die
Plasmaspritzbeschichtung bzw. der unabhangige Anspruch 9
durch das bewegliche Plasmatron zum Vorbehandeln.

D2 und D15 offenbarten im Gegensatz zur D10 eine
Plasmaspritzvorrichtung, die eine Relativbewegung
zwischen Substrat und Plasmatron zeigten, die entweder
durch Bewegen des Plasmatrons und/oder des Substrats
erfolgen kénne (siehe D2, Spalte 3, Zeilen 3 bis 5 und
Figur; siehe D10, Spalte 3, Zeilen 19 bis 23; siehe D15,
Spalte 4, Zeilen 13 bis 16 und Figuren 1 und 2). Diese
Relativbewegung sei notwendig, wenn die gesamte
Oberflache erreicht werden solle. Die Qualitat sei eine
Frage der Bewegung der Plasmatrone, sowohl die Reinigung
als auch die Beschichtung betreffend. Ein
Industrieroboter gemald D2 oder D15 diene in der Regel
zur Bewegung des Plasmabrenners bzw. der
Plasmabeschichtungsquelle. Ausgehend von D2, D10 oder
D15 als nachstkommendem Stand der Technik sei die zu
I60sende Aufgabe die Effizienzsteigerung. Da die
Verwendung eines Plasmatrons zum Reinigen bzw. Vorwarmen
bekannt ser und die Anbringung desselben an einen
Industrieroboter eine pure Notwendigkeit darstelle, um
die gesamte Oberflache optimal zu behandeln, mangele es
den Gegenstanden der Anspriche 1 und 9 des Hilfsantrags
an der notwendigen erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Beim Streitpatent gehe es darum, das Verfahren zur

Reinigung und Vorwarmung in einer Vorkammer auszufihren,
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wober die zweite Vorkammer zur Beschleunigung dient. Die
zu lo6sende Aufgabe sei die Bereitstellung eilnes
Verfahrens bzw. einer Vorrichtung zur Plasma-
Oberflachenbehandlung von Substraten mit denen eine
maRgebliche Steigerung des Durchsatzes erreicht werden
konne, wobeil die Qualitidt der aufgetragenen Schicht
qualitativ hohen Anforderungen genugen solle (siehe
Patent, Absatz [0003]). Gemal Streitpatent bestinden die
zu behandelnden Substrate aus Metall (siehe Spalte 2,
Zeilen 33 bis 35), wodurch der Stand der Technik
betreffend die Beschichtung von Si-Wafern ausgeschlossen
sei. Die Masse der Bauteile und deren
Oberflachentopographie beeinflussten das Verfahren gemal
Anspruch 1 und die Anlage gemall Anspruch 9 des
Hauptantrags. Die Bauteile missten eine gewisse Masse
aufweisen, wobei Turbinenschaufeln nur ein Beispiel

dafir darstellten.

Prinzipiell seil der Fachmann - wie von der
Beschwerdefihrerin argumentiert - ein Physiker oder
Ingenieur, aber nicht jeder Fachmann kdnne auf dem
Gebiet der Halbleitertechnologie arbeiten bzw. nicht
jeder Fachmann auf dem Gebiet der Beschichtung von
Turbinenschaufeln sei auf dem laufenden, was Im Gebiet
der Halbleitertechnologie gemacht werde.

Das Reinigen und Vorwadrmen (= Vorbehandlung) mittels
Plasmatrons in einer Kammer sei z.B. von D10 oder D15
bekannt. D15 erwahne aber auch die Nachteile des
Ubertragenen Lichtbogens, die zur Zerstdrung des
Bauteils fuhren konnten (siehe Spalte 1, Zeilen 41

bis 48), weshalb der Fachmann von diesem
Reinigungsverfahren mit einem Plasmatron Abstand nehmen

werde. Deshalb lehre D15 auch, die Reinigung mittels
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einer Glimmentladung vorzunehmen. Somit mache eine
Kombination der Lehren von D15 und D4 keinen Sinn bzw.
seil nicht naheliegend. D10 offenbare aul3erdem kein

Plasmaspritzen sondern nur eine Bogenentladung.

D4 betreffe im Ubrigen eine Epitaxieanlage mit zwei
Vorkammern zum Reinigen der Substrate, wobei die
epitaktische Beschichtung von Si-Wafern eine extreme
Sauberkeit der Substrate sowie Hochvakuum erfordere, was
einen wesentlichen Unterschied zur D15 darstelle. Beim
Plasmaspritzen genuge eine normale Reinheit der
Substrate, z.B. der Turbinenschaufeln. Aulerdem sei das
Reinigen in der Hauptkammer gemall D4 zwingend zu

vermeiden, um eine Verunreinigung derselben zu vermeiden.

D2 erwdhne zwar das Beschichten und Reinigen in der
Hauptkammer, die LOsung gemall D2 sei aber das Vorsehen
einer Vorkammer mit einer zusatzlichen Heizung ohne
Plasmatron, sodass D2 daher weder den Gegenstand von
Anspruch 1 noch von Anspruch 9 des Hauptantrags
nahelegen kénne. Die thermische Erwarmung mittels
Induktionsheizung sei aullerdem gunstiger.

Wie bereits dargelegt, seien die Vorkammern fur die
Epitaxieanlage von D4 wichtig, wobei die thermische
Vorwarmung bzw. Reinigung der Wafer 2 mittels einer
Vorrichtung 44 stattfinde, die keine Plasmavorrichtung
sondern eine thermische Heizung sei (siehe Figur 10).
Ein zu behandelnder Wafer seil per se sauberer als eine
Turbinenschaufel nach der beschriebenen Reinigung jemals
sein werde. Eine Epitaxieanlage sei ca. 10-mal
kostengunstiger als eine Plasmatronanlage, da bei der
Epitaxieanlage Standardbauteile verwendet werden, sodass

eine Kammer mehr oder weniger nur geringe
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Kostenunterschiede bewirke. Bei der Plasmatronanlage sei
hingegen die Hemmschwelle, eine zweite Vorkammer
vorzusehen, wesentlich grolier, da jede einzelne Kammer
einen teuren Roboter zur Bewegung und Behandlung der
Bauteile aufweise. Um mit der sehr teuren
Plasmatronanlage wirtschaftlich arbeiten zu kdénnen,
seien spezielle Betriebsbedingungen, wie z.B. ein
Dreischichtbetrieb und ein hoher Bauteildurchsatz
notwendig. Eine Prozessoptimierung werde dann

vorgenommen, wenn die Anlage bereits vorhanden sei.

D2 und D15 lehrten daher andere LOsungen, die von den

beanspruchten Gegensténden wegfihrten.

Die zusatzliche Merkmale von Anspruch 1 bzw. Anspruch 9
des Hilfsantrags basierten auf der einen Alternative von
Anspruch 7 wie erteilt, wobei der abhangige Anspruch 7
entsprechend angepasst wurde, sodass die Erfordernisse
von Artikel 123(2) und (3) EPU erfullt seien.

Das Verfahren gemdlR Anspruch 1 des Hilfsantrags
definiere nun das Plasmaspritzen bzw. die Bewegung des
Plasmatrons. Eine reine Relativbewegung zwischen
Plasmatron und Substrat geniuge nicht, da es viel
okonomischer sei, das Plasmatron mit kleinen
Schwenkbewegungen uber die Oberflache des Substrats zu
bewegen. Eine bewegliche Anordnung der
Plasmaspritzvorrichtung sei Standard, aber es sei nicht
ublich, das Plasmatron in der Vorkammer vorzusehen und
es darin zu bewegen. Um alle Oberflachen des Substrats
zu erreichen genuge es vollig, das Substrat zu bewegen.
Mit der Beweglichkeit des Plasmatrons konne die
GleichmalRigkeit verbessert werden. Dafur gebe es aber

keinerlei Hinweise im vorliegenden Stand der Technik.
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Gemal D15 werde das Beschichtungsplasmatron bewegt,
wober auch das Substrat beweglich angeordnet sei (siehe
Figuren 1 und 2). Die zu losende Aufgabe sei die
Effizienzsteigerung beim Beschichten, wobei die Schicht
qualitativ hohen Anforderungen genugen solle (siehe
Patent, Spalte 1, Zeilen 29 und 30). Die Patentinhaberin
habe festgestellt, dass die Bewegung des Plasmatrons die
in D15 beschriebenen Beschadigungen vermeiden konne.
Dieser Effekt ergebe sich automatisch aus der
Beschreibung. Diese Argumente gelten analog fir den
Vorrichtungsanspruch 9 des Hilfsantrags. Deshalb
beruhten das beanspruchte Verfahren und die beanspruchte
Vorrichtung des Hilfsantrags auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde

Hauptantrag

1. Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

1.1 Im Unterschied zu der angefochtenen Entscheidung
erachtet die Beschwerdekammer Dokument D10 als
nachstkommenden Stand der Technik fur den
Verfahrensanspruch 1 des Hauptantrags, da Anspruch 1
weder auf ein Beschichtungsverfahren mittels
Plasmaspritzens noch auf Turbinenbauteile beschrankt ist,
D10 aber das "erfolgversprechendste Sprungbrett” zur
Erfindung darstellt (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,
6. Auflage, 2010, Abschnitt 1.D.3.4).

C4271.D
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Die Dokumente D2 und D15 werden aus den folgenden
Grinden als weniger relevant als D10 fur Anspruch 1
erachtet:

D2 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum
Beschichten von Turbinenschaufeln, bei dem die Reinigung
und Beschichtung der Bauteile mittels des Plasmabrenners
20 (d.h. mit einem Plasmatron) in der Kammer 1 erfolgt,
wahrend die Vorerwarmung der Bauteile in einer
Vorkammer 7 mittels konventioneller thermischer Heizung
durchfiuhrt wird (siehe Spalte 2, Zeile 67 bis Spalte 3,
Zeile 24 und Figur).

D2 geht dabei von einem Stand der Technik aus, bei dem
innerhalb der Beschichtungskammer die Reinigung und
Vorwarmung durch den Plasmabrenner erfolgt, mit dem auch
die Spritzbeschichtung durchgefihrt wird, wobei
alternativ die Aufheizung und Reilnigung bei negativ
gepoltem Bauteil mittels lonenbeschusses durch das
Plasmatron des Plasmabrenners erfolgen kann (siehe
Spalte 1, Zeilen 1 bis 14 und 32 bis 35).

Gemall dem Verfahren und der Vorrichtung nach D15 wird
nur die Beschichtung der Bauteile, wie z.B.
Triebwerksschaufeln, durch Plasmaspritzen (d.h. mit
einem Plasmatron) in der Beschichtungskammer
durchgefiuhrt. Die Reinigung und Vorwarmung erfolgt
dagegen 1n einer Vorkammer mittels eines
Glimmentladungsplasmas, bei dem die theoretisch mogliche
Ausbildung eilnes Lichtbogens - und somit die Entstehung
eines Plasmatrons - durch eine entsprechende Schaltung,
welche den Wert des Glimmentladungsstromes mit einem
Schwellenwert vergleicht, verhindert wird (siehe
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Spalte 2, Zeilen 18 bis 24; Spalte 3, Zeilen 42 bis 50
und Anspruch 3).

1.3 D10 offenbart ein Verfahren und eine Einrichtung zur
plasmagestutzten Beschichtung von Substraten mittels
eines Vakuumbogenverdampfers, beil dem die Substrate 4
vor dem Beschichten in der Beschichtungskammer 1 durch
eine Niedervoltbogenentladung mittels einer
Hohlkathode 7 und der anodischen Elektrode 6 gereinigt
und aufgeheizt werden (siehe Anspruch 1; Spalte 2,
Zeilen 29 bis 66; Spalte 3, Zeile 51 bis Spalte 4,
Zeile 34; und Figur).

Die Substrate 4 sind gemal der einzigen Figur von D10
auf einem Substrattrager 3 mit Planetenbewegung
gehaltert (siehe Spalte 3, Zeilen 19 bis 22), wobei
Ubliche Substrate z.B. Schneidwerkzeuge von
durchschnittlicher GrofRe sind, die durch das Plasma der
Hohlkathodenbogenentladung leicht auf 300-400°C
aufgeheizt werden kénnen. Bei Substraten mit grolerer
Masse wird zusatzlich durch Elektronenstol3 geheizt,
wobel die Substrate unmittelbar mit dem positiven Pol
der Stromquelle 9 der Hohlkathode 7 verbunden werden.
Nach dem Erreichen der Beschichtungstemperatur der
Substrate folgt dann der eigentliche
Plasmabeschichtungsprozess (siehe Spalte 4, Zeilen 15
bis 27).

Das Verfahren nach D10 weist somit unbestritten eine
Vorreinigung mittels eines Plasmatrons auf, aber nur in
einer einzigen Kammer, wo auch die Plasmabeschichtung
stattfindet.

C4271.D



1.4

1.5

1.6

C4271.D

- 17 - T 0146708

Das Verfahren zur Plasma-Oberflachenbehandlung gemali
Anspruch 1 des Hauptantrags unterscheidet sich somit von
dem oben genannten nach D10 dadurch, dass

a) eiln erstes Substrat (S1) in einer Behandlungskammer
(1) plasmabeschichtet wird wahrend gleichzeitig ein
nachfolgend zu beschichtendes zweites Substrat (S2)
in einer ersten Vorkammer (2) mittels eines ersten
Plasmatrons (20) erhitzt und gereinigt wird;

b) das erste Substrat (S1) danach aus der
Behandlungskammer (1) entfernt und das zweite
Substrat (S2) in die Behandlungskammer (1) uUberfuhrt
und darin plasmabeschichtet wird;

c) wahrend des Beschichtens des zweiten Substrats (S2)
in der Behandlungskammer (1) gleichzeitig ein drittes
Substrat (S3) in einer zweiten Vorkammer (3) mittels

eines weiteren Plasmatrons erhitzt und gereinigt wird.

Dieser Verfahrensablauf gemdR den Merkmalen a), b) und c)
gewahrleistet eine malRgebliche Erhéhung des Durchsatzes
durch die Plasmabeschichtungsvorrichtung unter
Beibehaltung der urspringlichen hohen Qualitat der
Beschichtung, da die Verweilzeit des Substrats in der
Beschichtungskammer verkirzt wird, wobei die zum

Reinigen und Erhitzen bentdtigte Zeit ca. dem 0.5 bis
2-fachen der eigentlichen Beschichtungszeit entspricht
(siehe Patent, Absatze [0005] und [0006]) -

Aufgabe

Die im Streitpatent - in der Beschreibung der
ursprunglich eingereichten Anmeldung ist das Dokument
D10 nicht zitiert - genannte Aufgabe, namlich ein

Verfahren bereitzustellen, mittels dem der Durchsatz
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malRgeblich gesteigert werden kann, wobei die Qualitat
der aufgetragenen Schicht qualitativ hohen Anforderungen
genugen soll (siehe Absatz [0003]), ist daher auch im
Hinblick auf die D10 zutreffend.

Losung der Aufgabe

Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach Anspruch 1

des Hauptantrags gelost.

Naheliegen

Ausgehend vom Verfahren nach D10 wird jedoch diese
Losung dem Fachmann durch die Berucksichtigung der Lehre

von D10 und seines allgemeinen Fachwissens nahe gelegt.

Es gehort zum allgemeinen Fachwissen des auf dem Gebiet
der Plasmabeschichtung tatigen Fachmannes, dass die
Zeitdauer zum Erreichen einer vorzugebenden
Substrattemperatur eines Bauteils fur eine nachfolgende
Plasmabeschichtung malRgeblich von der Masse des Bauteils
und dem iIn der Praxis moglichen maximalen Warmeeintrag
in das Bauteil aufgrund der fur den Warmeeintrag
ausgewahlten Heizung abhéngt.

Das bedeutet fur das Beschichtungsverfahren nach D10,
dass fur grolRere metallische Bauteile, als die
beispielhaft genannten Schneidwerkzeuge, mit einer
entsprechend grofleren Masse die Reinigungs- und
Vorwarmzeit automatisch entsprechend zumindest linear
zunimmt, wodurch jedoch der Durchsatz durch die
Beschichtungsanlage stark reduziert werden wirde.
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1.8.3 Die Effizienzsteigerung eines Verfahrens durch eine
Parallelbehandlung ist dem Fachmann ebenfalls aus dem
allgemeinen Fachwissen bekannt; dies wurde von der

Beschwerdegegnerin nicht bestritten.

1.8.4 Der Fachmann wirde daher zur LOsung der obengenanten
Aufgabe (siehe Punkt 1.6) ausgehend von der Lehre nach
D10 zum Plasmabeschichten von Bauteilen, die Reinigung
und Vorwarmung der Bauteile mittels des Plasmatrons aus
der eigentlichen Beschichtungskammer in eine eigens flur
diese Vorbehandlung vorgesehene Vorkammer verlegen und
zwel Substrate parallel in beiden Kammern - der
Beschichtungskammer und einer Vorkammer - behandeln, da
damit die Beschichtungskammer fur die eigentliche
Plasmabeschichtung wieder vollstandig zur Verfigung
steht. Allerdings wird der Fachmann dann feststellen,
dass bei einer weiter zunehmenden Masse der zu
beschichtenden Bauteile die zur Vorbehandlung notwendige
Zeit wesentlich langer ist, als die fir den
Plasmabeschichtungsschritt notwendige Zeit, wodurch die
von der Beschichtungskammer zur Verfligung stehende Zeit
dann nicht mehr optimal ausgeniutzt werden kann.
Spatestens dann wird der Fachmann eine zweite Vorkammer
mit einem weiteren Plasmatron fur eine parallel
ablaufende zweite Vorbehandlung vorsehen. Denn nur auf
diese Weise kann er den Durchsatz der
Plasmabeschichtungsanlage nach D10 beil der Behandlung
von Bauteilen mit einer wesentlich grofleren Masse
zunachst wiederherstellen bzw. auf einen optimalen

Durchsatzwert bringen.

Damit gelangt der Fachmann jedoch zum Verfahren gemal
Anspruch 1 des Hauptantrags, ohne erfinderisch tatig zu

werden.

C4271.D



1.8.5

1.8.6

C4271.D

- 20 - T 0146708

Die Argumente der Beschwerdegegnerin bezuglich einer
Plasmaspritzbeschichtung oder dem Beschichten von
Turbinenschaufeln sind nicht stichhaltig, da
Verfahrensanspruch 1 keine dementsprechenden
Begrenzungen aufweist.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin basierend auf D4
sind nicht stichhaltig, da dieses Dokument eine vollig
andere Technologie - namlich der epitaktischen
Beschichtung von Si-Wafern mittels thermisch verdampften
Siliziums unter Verwendung einer grof3flachigen
lonenquelle zum Bestrahlen der aufgebrachten Si-Schicht
(siehe englischsprachige Zusammenfassung und Figur 2) -
mit anderen Reinheitskriterien betrifft. Auch die
Reinigung der Wafer in den Kammern 6L und 6R erfolgt
offensichtlich rein thermisch und ohne
Plasmaunterstiutzung (siehe die Zusammenfassung und

Figur 10), sodass der Fachmann die Anlage gemald D4
vollig andern misste, um Elemente dieser Vorrichtung mit
jenen von D2, D10 oder D15 zu kombinieren, wofir er aber
im Ubrigen keinerlei Anlass hat.

D4 kann lediglich als Beleg fur die unbestrittene
Behauptung der Beschwerdefihrerin dienen, dass die
Parallelbehandlung von Bauteilen zum Stand der Technik
gehort.

Das gleiche gilt fur das Verfahren nach D2, nach dem
eine Vorerwadrmung von Bauteilen In einer Vorkammer,
parallel zum Plasmaspritzen in einer nachgeschalteten

Kammer, vorgenommen wird.
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1.8.7 Aus den Ausfuhrungen in den Punkten 1.3 bis 1.8.5 oben

ergibt sich, dass das Verfahren nach Anspruch 1 des
Hauptantrags die Erfordernisse von Artikel 56 EPU 1973
nicht erfullt. Der Hauptantrag ist daher nicht gewahrbar.

Hilfsantrag

2.

2.1

2.2

C4271.D

Zulassigkeit der Anderungen des Hilfsantrages
(Artikel 84 EPU 1973, 123(2) und (3) EPU)

Die gednderten unabhangigen Anspriche 1 und 9 des
Hilfsantrags (siehe Punkt VIl oben) basieren auf einer
Kombination der Anspriche 1 bzw. 9 wie erteilt
(entsprechend den Ansprichen 1, 2, 4 und 8 in
Kombination mit Seite 5, dritter Absatz sowie den
Anspriuchen 12 und 15 in Kombination mit den Figuren 1-3
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung)
mit der einen Alternative des Anspruches 7 wie erteilt
(der dem Anspruch 10 wie urspringlich eingereicht
entspricht), so dass die Erfordernisse von Artikel 123(2)
EPU erfiullt sind.

Da damit auch der Schutzbereich der Anspriche 1 bzw. 9
des Hilfsantrags gegenuber jenen der erteilten
Anspruche 1 bzw. 9 beschrankt wird, erfullen die
Anspruche 1 und 9 des Hilfsantrags auch die
Erfordernisse von Artikel 123(3) EPU.

Die abhangigen Anspriche 2-8, von denen Anspruch 7 durch
die Streichung des in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmals
betreffend die Bewegung des Plasmatrons wédhrend des
Vorbehandelns lediglich an Anspruch 1 angepasst wurde,
sowie 10 bis 16 des Hilfsantrags entsprechen den
abhangigen Ansprichen 2-8 und 10-16 des Hauptantrags.
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2.4

3.
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Somit erfullen auch die Anspriche 2-8 und 10-16 des
Hilfsantrags die Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3)
EPU.

Die Anderung der wahrend der miundlichen Verhandlung vor
der Kammer von der Beschwerdegegnerin eingereichten
Austauschseite 4 der Beschreibung betrifft die
Streichung des Ausdruckes "nur eine oder'™ in Spalte 5,
Zeile 1. Durch diese Streichung wurde die Unstimmigkeit
zwischen einer alternative Ausfuhrungsform mit nur einer
Vorkammer und den geanderten Ansprichen 1 und 9 des

Hilfsantrags beseitigt.

Die Austauschseite 4 der Beschreibung erfullt daher die
Erfordernisse der Artikel 84 EPU 1973, 123(2) und (3)
EPU.

Die Beschwerdefuhrerin hat in der mundlichen Verhandlung
vor der Kammer keinerlei Beanstandungen im Hinblick auf

die vorgenannten Anderungen vorgebracht.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU 1973)

Verfahrensanspruch 1

3.1

C4271.D

Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags
unterscheidet sich vom Verfahren nach Anspruch 1 des
Hauptantrags durch die zusatzlichen Merkmale betreffend
die Bewegung des Plasmatrons wahrend des Erhitzens und
Reinigens der Substrate in den beiden Vorkammern bzw.
dass das Plasmabeschichten nun mittels einer
Plasmaspritzvorrichtung erfolgt (siehe Punkt VII oben).
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3.3
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Da D10 weder eine Plasmaspritzbeschichtung noch eine
Bewegung des Plasmatrons wadhrend der Reinigung und des
Erhitzens der Substrate offenbart, sondern lediglich die
Beschichtung mittels eines Vakuumbogenverdampfers bzw.,
uber den damaligen Stand der Technik hinausgehend,
mittels eines Elektronenstrahlverdampfers beschreibt
(siehe Spalte 1, Zeilen 3 bis 5 und Zeilen 42 bis 67;
und Anspriche 1 und 9), stellt diese Entgegenhaltung
keinen relevanten Stand der Technik fur den
Verfahrensanspruch 1 des Hilfsantrags dar, insbesondere
stellt es nicht mehr den nachstkommenden Stand der

Technik fur Anspruch 1 dar.

Daher konnen alle Argumente der Beschwerdefihrerin
ausgehend von D10 nicht akzeptiert werden, iInsbesondere
da der Fachmann keinerlei Anlass hat, das beschriebene
Beschichtungsverfahren zu andern bzw. eine Bewegung des
Plasmatrons vorzusehen (bei D10 werden die Substrate

bewegt) .

Die Dokumente D2 und D15 offenbaren beide eine
Beschichtung von Turbinenschaufeln durch Plasmaspritzen,
wobel bei D2 nur die Vorerwdrmung in einer Vorkammer
durchgefihrt wird, wahrend bei D15 ein
Glimmentladungsplasma fur die Reinigung und Vorwarmung
Iin einer Vorkammer angewandt wird (siehe die Punkte
1.2.1 und 1.2.2 oben).

Von den beiden Dokumenten D2 und D15, von denen jedes
als nachstkommender Stand der Technik fur
Verfahrensanspruch 1 des Hilfsantrags betrachtet werden
kann, stellt D15 aufgrund ihrer Anmelde- bzw.
Veroffentlichungsdaten das jungere Dokument dar.
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D15 erwahnt bei der Wirdigung des Standes der Technik
zwar die mogliche Reinigung der Bauteile mittels
Plasmatrons, beschreibt aber 1In diesem Zusammenhang auch
die durch den ubertragenen Lichtbogen auftretenden
Probleme, die zur Zerstdorung des Bauteils fuhren kdnnen
(siehe Spalte 1, Zeilen 34 bis 48). Genau aus diesem
Grund, namlich um die vorgenannte Problematik zu
vermeiden, verwendet D15 kein Plasmatron fur die
Reinigung und Vorwarmung des Bauteils, sondern schlagt
dafir ein Glimmentladungsplasma vor, welches eine sehr
effektive, gleichmalige und schonende Reinigung der
Bauteiloberflache bewirkt, wahrend das Bauteil
gleichzeitig erwarmt wird (siehe Spalte 3, Zeilen 51
bis 60). Dabei wird die Ausbildung eines Lichtbogens
durch eine in der Vorrichtung vorhandene Schaltung,
welche den Glimmentladungsstrom regelt, effektiv
vermieden (siehe Spalte 3, Zeilen 42 bis 50; und

Anspruch 3).

Gemall D15 konnen sowohl das Bauteil als auch die Anode
zur Erzeugung der Glimmentladung fir die Reilnigung
bewegt werden (siehe Spalte 4, Zeilen 6 bis 10 und
Zeilen 13 bis 16 sowie Zeilen 31 bis 35; Figuren 1

und 2).

D2 erwdhnt bei der Wirdigung des Standes der Technik
ebenfalls das Aufheizen mittels Plasmabrenners oder
alternativ mittels lonenbeschusses bei negativ gepoltem
Substrat, sodass Reinigung und Heizung parallel ablaufen
(siehe Spalte 1, Zeilen 22 bis 35; d.h. mittels
Plasmatrons). Von diesem Stand der Technik ausgehend
lehrt D2 - zur L6sung der Aufgabe, ein Verfahren und
eine entsprechende Vorrichtung vorzuschlagen, mit denen

in einfacher Weise bei Erreichen eines hochsten
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Qualitatsstandards gearbeitet werden kann (siehe

Spalte 1, Zeilen 65 bis 68) - das Vorwarmen des Bauteils
(insbesondere von Turbinenschaufeln) In einer Vorkammer
mittels eines induktiv- oder widerstandsbeheizten Ofens
und die Beschichtung mittels Vakuumplasmaspritzens
durchzufihren (siehe Spalte 2, Zeilen 1 bis 24).

Bezuglich einer Reinigung der Bauteile gemal der
vorgenannten Aufgabe und deren Losung macht D2 keine

Aussage.

3.3.3 Somit unterscheidet sich das Verfahren gemdll Anspruch 1
des Hilfsantrags sowohl von jenem nach der Lehre von D15

als auch jenem nach der Lehre von D2 dadurch, dass

a) ein erstes Substrat (S1) in einer Behandlungskammer
(1) plasmabeschichtet wird wahrend gleichzeitig ein
nachfolgend zu beschichtendes zweites Substrat (S2)
in einer ersten Vorkammer (2) mittels eines ersten
Plasmatrons (20) erhitzt und gereinigt wird, wobei
das Plasmatron wahrend dem Erhitzen und Reinigen
bewegt wird;

b) das erste Substrat (S1) danach aus der
Behandlungskammer (1) entfernt und das zweite
Substrat (S2) in die Behandlungskammer (1) Uberfuhrt
und darin mittels einer Plasmaspritzvorrichtung
plasmabeschichtet wird;

c) wahrend des Beschichtens des zweiten Substrats (S2)
in der Behandlungskammer (1) gleichzeitig ein drittes
Substrat (S3) in einer zweiten Vorkammer (3) mittels
eines weiteren Plasmatrons erhitzt und gereinigt wird,
wober das Plasmatron wahrend dem Erhitzen und
Reinigen bewegt wird.

C4271.D
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Dieser Verfahrensablauf gemdR den Merkmalen a), b) und c)
gewahrleistet eine malRgebliche Erhdéhung des Durchsatzes
durch die Plasmaspritzbeschichtungsvorrichtung unter
Beibehaltung der urspringlichen hohen Qualitat der
Beschichtung (siehe Patent, Absatze [0005] und [0006]).

Aufgabe

Die im Streitpatent gegeniber dem Stand der Technik
genannte Aufgabe (siehe Punkt 1.6 oben), ist daher auch
im Hinblick auf die Lehren der D2 und der D15 zutreffend.

Losung der Aufgabe

Diese Aufgabe wird durch das Verfahren nach Anspruch 1

des Hilfsantrags gelost.

Diese LOsung wird dem Fachmann ausgehend von der Lehre
der D2 oder der D15 und unter Bericksichtigung seines
allgemeinen Fachwissens aus den folgenden Grinden jedoch
nicht nahe gelegt. D4 ist daber aus den bereits unter
Punkt 1.8.6 genannten Grinden nicht zu bericksichtigen.

Die Kammer kann unter Berucksichtigung der Lehre der D15
der Argumentation der Beschwerdefihrerin nicht folgen,
dass der Fachmann - ausgehend von dem in D15 gewurdigten
Stand der Technik - ein Plasmatron fir die Reinigung und
Vorwarmung der Bauteile verwenden wirde. D15 weist
namlich den Fachmann an, genau das Gegenteil davon zu
tun. Da die Reinigung und Vorwarmung mittels Plasmatrons
zur Zerstorung des Bauteils fuhren kann, lehrt D15 die
Verwendung einer Glimmentladung, die offensichtlich eine
gleich gute Reinigung der Substrate ergibt (siehe Punkt
3.3.1 oben).
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3.7.1 Der Fachmann wirde deshalb ausgehend vom In dieser
Hinsicht offenbarten Verfahren in D15, sofern die
Vorwarm- und Reinigungszeit mit der Glimmentladung fur
Bauteile groRerer Masse zu lange dauern und den
Durchsatz durch die Plasmaspritzanlage somit begrenzen
wirde, zur LOsung der unter Punkt 3.4 genannten Aufgabe
eine zweite Vorkammer mit einem Glimmentladungsplasma
zur parallelen Behandlung eines weilteren Bauteils

vorsehen.

Damit wirde der Fachmann aber weder Plasmatrone zur
Reinigung und Vorwarmung in den beiden Vorkammern
verwenden, noch wirde er diese Plasmatrone wahrend der

Vorbehandlung gegenuber den Substraten bewegen.

In D15 gibt es keinerlei Hinweis fur den Fachmann darauf,
dass die mogliche Zerstdrung des Bauteils durch eine

Bewegung des Plasmatrons vermieden werden konnte.

Aul3erdem i1st es glaubhaft, dass kleine Schwenkbewegungen
mit dem Plasmatron okonomischer sind, als das Substrat

relativ zum Plasmatron zu bewegen.

3.7.2 Im Ubrigen wird der Fachmann, im Fall dass es z.B. zwei
aquivalente Ausfiuhrungsformen fur eine Vorrichtung gibt,
die den gleichen Effekt erzielen, z_.B. dem Erzeugen
einer Relativbewegung zwischen dem Substrat und der
Plasmaquelle zur Reilnigung der gesamten Oberflache des
Substrats, - wie es Anspruch 7 des Patents mit einer
Alternativdarstellung dieser Bewegung durch eilnerseits
das Substrat andererseits das Plasmatron - aus
wirtschaftlichen Grunden die kostenginstigere Variante

der beiden Ausfuhrungsformen wahlen. Der Fachmann wird

C4271.D
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deshalb im Allgemeinen keinen Industrieroboter fur die
Plasma-Reinigung i1n der Vorkammer vorsehen. Insbesondere
gilt dies unter Beriucksichtigung der Tatsache, dass mit
der Glimmentladung und einem bewegten (sich drehenden)
Bauteil gemdll D15 eine sehr effektive und gleichmallige
Reinigung der gesamten Oberfladche des Bauteils erzielt
wird (siehe D15, Spalte 3, Zeilen 23 bis 27, Zeilen 34
bis 39 sowie Zeilen 51 bis 58).

3.8 Andererseits wirde der Fachmann ausgehend von D2 zur
Losung der unter Punkt 3.4 genannten Aufgabe - in
Analogie zu D15 - eine zweilte Vorkammer mit einem
induktiv- oder widerstandsbeheizten Ofen zur parallelen

Vorbehandlung eines weiteren Bauteils vorsehen.

3.8.1 Da die Lehre der D2 keinen Reinigungsschritt umfasst,
ware der Fachmann frei, ein Verfahren dafiur auszuwahlen
und dieses entweder in der Vorkammer oder der
Beschichtungskammer durchzufihren. Da fur die
Plasmaspritzbeschichtung in der Beschichtungskammer
bereits ein mittels eines Industrieroboters bewegliches
Plasmatron vorhanden ist (siehe Spalte 2, Zeile 67 bis
Spalte 3, Zeile 5), ist es eher zu erwarten, dass er
dieses bewegliche Plasmatron fir eine Reinigung in der
Beschichtungskammer einsetzen wirde, da er andernfalls
die Vorrichtung nach D2 komplett umbauen misste. Damit
wirde der Fachmann aber nicht zum Gegenstand von
Anspruch 1 des Hilfsantrags gelangen, in dem die
Reinigung In der Vorkammer stattfindet.

3.9 Das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags weist

daher die nach Artikel 56 EPU notwendige erfinderische
Tatigkeit auf.
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Vorrichtungsanspruch 9

3.10 Die Einrichtung gemald Anspruch 9 zur Durchfihrung des
Verfahrens nach Anspruch 1 des Hilfsantrags
unterscheidet sich von den Vorrichtungen gemafl} dem
nachstkommenden Stand der Technik D2 bzw. D15 durch die
zweil Vorkammern mit jeweils einem beweglich angeordneten
Plasmatron zum Vorbehandeln der Substrate (siehe Punkte
3.3.1 und 3.3.2 oben), da sowohl D2 (Verschlusselement
70 in der Figur) als auch D15 (Schieber 17 in Figur 2)
eine verschlieRbare Offnung zwischen der einzigen

Vorkammer und der Beschichtungskammer offenbaren.

Dieser Unterschied gewahrleistet eine malgebliche
Erhéhung des Durchsatzes durch die Einrichtung beim
Plasmaspritzbeschichten unter Beibehaltung der
ursprunglichen hohen Qualitat der aufgebrachten
Beschichtung (siehe Patent, Absatze [0005] und [0006]).

3.11 Aufgabe

Die im Streitpatent genannte Aufgabe (siehe Punkt 1.6
oben), ist daher auch fir die Einrichtung nach
Anspruch 9 bezuglich der D2 und der D15 zutreffend.

3.12 LoOsung der Aufgabe

Diese Aufgabe wird durch die Einrichtung gemaf
Anspruch 9 des Hilfsantrags gelost.

3.13 Diese Losung wird dem Fachmann ausgehend von der Lehre
der D2 oder der D15 und unter Bericksichtigung seines
allgemeinen Fachwissens aus den in den oberen Punkten
3.2 bis 3.3.2 sowie 3.6 bis 3.8.1 dargelegten Griunden
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jedoch nicht nahe gelegt. Beide Parteien haben fir den
Gegenstand von Anspruch 9 des Hilfsantrags in der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer auch keine

gesonderten Argumente vorgebracht.

3.14 Der unabhédngige Vorrichtungsanspruch 9 des Hilfsantrags
weist daher ebenfalls die notwendige erfinderische
Tatigkeit auf (Artikel 56 EPU 1973).

3.15 Die abhédngigen Anspriche 2-8 und 10-16 des Hilfsantrags,
die bevorzugte Ausfihrungsformen des Verfahrens von
Anspruch 1 bzw. der Einrichtung gemall Anspruch 9
definieren, weisen daher ebenfalls eine erfinderische
Tatigkeit auf.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuriuckverwiesen mit der MalRgabe, das Patent
aufrechtzuerhalten mit den folgenden Unterlagen:

- Anspriche 1 bis 16 gemdl Hilfsantrag eingereicht mit
Schreiben vom 22. Mai 2008

- Beschreibung Seite 4 eingereicht wdhrend der
mindlichen Verhandlung

- Beschreibung Seiten 2 und 3 sowie
Figuren 1 bis 5 des Patents wie erteilt.

Der Geschaftstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Nachtigall H. Meinders
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